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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成30年5月17日(2018.5.17)

【公表番号】特表2017-511294(P2017-511294A)
【公表日】平成29年4月20日(2017.4.20)
【年通号数】公開・登録公報2017-016
【出願番号】特願2016-560766(P2016-560766)
【国際特許分類】
   Ｃ０１Ｂ  21/06     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/06     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/363    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０１Ｂ   21/06     　　　Ａ
   Ｃ２３Ｃ   14/06     　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ   21/363    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年3月30日(2018.3.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　希土類窒化物が、窒化ランタン（ＬａＮ）、窒化プラセオジム（ＰｒＮ）、窒化ネオジ
ム（ＮｄＮ）、窒化サマリウム（ＳｍＮ）、窒化ユウロピウム（ＥｕＮ）、窒化ガドリニ
ウム（ＧｄＮ）、窒化テルビウム（ＴｂＮ）、窒化ジスプロシウム（ＤｙＮ）、窒化ホル
ミウム（ＨｏＮ）、窒化エルビウム（ＥｒＮ）、窒化ツリウム（ＴｍＮ）、窒化イッテル
ビウム（ＹｂＮ）、および窒化ルテチウム（ＬｕＮ）、ならびにそれらの任意の２つ以上
の合金からなる群から選択される、マグネシウムドープト希土類窒化物材料。
【請求項２】
　少なくとも２５Ω．ｃｍの抵抗率を有する、請求項１に記載のマグネシウムドープト希
土類窒化物材料。
【請求項３】
　マグネシウムを１０１８～１０２１原子／ｃｍ３で含む、請求項１又は２に記載のマグ
ネシウムドープト希土類窒化物材料。
【請求項４】
　１つまたは複数の付加的なドーパントをさらに含む、請求項１～３の何れか１項に記載
のマグネシウムドープト希土類窒化物材料。
【請求項５】
　７０Ｋ未満の強磁性である、請求項１～４の何れか１項に記載のマグネシウムドープト
希土類窒化物材料。
【請求項６】
　アンドープト希土類窒化物と実質的に同じＸＲＤ測定値を有する、請求項１～５の何れ
か１項に記載のマグネシウムドープト希土類窒化物材料。
【請求項７】
　薄い薄膜である、請求項１～６の何れか１項に記載のマグネシウムドープト希土類窒化
物材料。
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【請求項８】
　マグネシウムドープト希土類窒化物材料を作製する方法であって、前記希土類窒化物が
、窒化ランタン（ＬａＮ）、窒化プラセオジム（ＰｒＮ）、窒化ネオジム（ＮｄＮ）、窒
化サマリウム（ＳｍＮ）、窒化ユウロピウム（ＥｕＮ）、窒化ガドリニウム（ＧｄＮ）、
窒化テルビウム（ＴｂＮ）、窒化ジスプロシウム（ＤｙＮ）、窒化ホルミウム（ＨｏＮ）
、窒化エルビウム（ＥｒＮ）、窒化ツリウム（ＴｍＮ）、窒化イッテルビウム（ＹｂＮ）
、および窒化ルテチウム（ＬｕＮ）、ならびにそれらの任意の２つ以上の合金からなる群
から選択され、方法が、
　（ａ）マグネシウム供給源の存在下で希土類と窒素供給源とを組み合わせ、マグネシウ
ムドープト希土類窒化物材料を堆積させる工程を含む、方法。
【請求項９】
　前記マグネシウムドープト希土類窒化物材料が少なくとも２５Ω．ｃｍの抵抗率を有す
る、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記マグネシウムドープト希土類窒化物材料がマグネシウムを１０１８～１０２１原子
／ｃｍ３で含む、請求項８又は９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記マグネシウムドープト希土類窒化物材料が、１つまたは複数の付加的なドーパント
をさらに含む、請求項８～１０の何れか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記マグネシウムドープト希土類窒化物材料が７０Ｋ未満の強磁性である、請求項８～
１１の何れか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記マグネシウムドープト希土類窒化物材料が、アンドープト希土類窒化物と実質的に
同じＸＲＤ測定値を有する、請求項８～１２の何れか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記マグネシウムドープト希土類窒化物材料が基材上に堆積される、請求項８～１３の
何れか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　（ｂ）工程（ａ）において堆積された前記マグネシウムドープト希土類窒化物上にキャ
ッピング層を堆積させる工程をさらに含む、請求項８～１４の何れか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記窒素供給源が、高純度分子窒素、アンモニア、および活性窒素の供給源、またはそ
れらの任意の２つ以上の混合物からなる群から選択される、請求項８～１５の何れか１項
に記載の方法。
【請求項１７】
　前記マグネシウムドープト希土類窒化物材料が０．０１～１ｎｍ／秒の速度で堆積され
る、請求項８～１６の何れか１項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記マグネシウムドープト希土類窒化物材料が周囲温度または高温で堆積される、請求
項８～１７の何れか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　請求項１～７の何れか１項に記載のマグネシウムドープト希土類窒化物材料を含むデバ
イス。
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